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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Dispositifs discrets
Sixieme partie: Thyristors

-1 © CEI

Section un — Spécification particuliére cadre pour les thyristors triodes bloqués en
inverse, 4 températures ambiante et de boitier spécifiées, pour courants jusqu’a 100 A

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions
d’Ftudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant d ces q
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

niques
estiohs, expri

2] Ces décisions constituent des recommandations internationales et son

3] Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEI g%
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation

=y

Rapport de vote

47(BC)1010

" numéro) de sp
électroniques. (IECQ).

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

des Comités

i plus grande

és nationaux.

Comités natiopaux adoptent

nationales le
doit, dans la

lispositifs a

cadre pour les thyristors triodes ploqués en
pécifiées, pour courants jusqu'a 100 A.

indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information gur le vote

QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
Cification dans le Systtme CEI d’assurance de la qualit¢é des fomposants

Publications n°s 68-2-17 (1978): Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Deuxiéme partie:

Essais, Essai Q: Etanchéité.

1912 (1966): Normalisation mécanique des dispositifs 4 semiconducteurs, Deuxiéme partie:

Dimensions. (En révision.)

747-6 (1983): Dispositifs & semiconducteurs — Dispositifs discrets, Sixiéme partie: Thyristors.
747-10 (1984): Dixiéme partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et les circuits

intégrés.
747-11 (1985): Onziéme partie: Spécification intermédiaire pour les dispositifs discrets.
749 (1984): Dispositifs & semiconducteurs. Essais mécaniques et climatiques.
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1) The fofmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Techfiisa
the Nitional Committees having a special interest therein are represented, express,

intern:

2) They have the form of recommendations for international use and they are, acce
that sense.

3) In ord
the te
divergg
clearly

This
Devices

This
and cas

The

Full
report i

The
number

Other IE
Publi
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES

Discrete devices
Part 6: Thyristors

Section One — Blank detail specification for reverse blocking
triode thyristors, ambient and case-rated, up to 100 A

FOREWORD

ional consensus of opinion on the subjects dealt with.

indicated in the latter.

Report on Voting

47(C0)1010

in, the ' TIEC ality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

ich all
ik, an

es in

adopt
Any
e, be

bient

hting

ition

C publications quoted in this standard:

cations Nos. 68-2-17 (1978): Basic environmental testing procedures, Part 2: Tests. Test Q: Sealing.

191-2 (1966): Mechanical standardization of semiconductor devices, Part 2: Dimensions. (Under

revision.)
747-6 (1983): Semiconductor devices — Discrete devices, Part 6: Thyristors.
747-10 (1984): Part 10: Generic specification for discrete devices and integrated circuits.

747-11 (1985): Part 11: Sectional specification for discrete devices.
749 (1984): Semiconductor devices. Mechanical and climatic test methods.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Sixiéme partie: Thyristors

Section un — Specification particuliére cadre pour les thyristors triodes bloqués en
inverse, a températures ambiante et de boitier speécifiées, pour courants jusqu’a 100 A

IN[rRODUCTION

Le Systtme CEI d’assurance de la qualit¢ des onctionne
copformément aux statuts de la CEI et sous son autorité. de définir
led procédures d’assurance de la qualité de telle fagcon gite lés cq ues livrés
par un pays participant comme étant conformes aux e e\ (& applicable
sojent également acceptables dans les autres pays participaat : i essais.

Cette spécification particuliére cadre fait , rticuli€res
caflres concernant les dispositifs a semicond e [dogt étre utilisée avec les publications
sufvantes de la CEI:

-~ [147-10/QC 700000 (1984): Dispositif C Dixiéme partie: Spgcification
i Ositifs discrets et les circuits intégrés;

747-11/QC 750100 semicorrducteurs, - Onziéme partie: Spgcification

Ide
(1]

bcification

[2]] Nurhéro IECQ de la spécification particuliére.

[3] Numéros de référence et d’édition des spécifications générique et intermédiaire.

[4] Numéro national de la spécification particuliére, date d’édition et toute autre information
requise par le systéme national.

Identification du composant

[5] Type de composant.

[6] Renseignements sur la construction et les applications typiques. Si un dispositif peut avoir
plusieurs applications, cela doit é&tre indiqué dans la spécification particuliére. Les
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 6: Thyristors

Section One - Blank detail specification for reverse blocking
triode thyristors, ambient and case-rated, up to 100 A

INTRODPCTION

The TEC Quality Assessment System for Electronic Compone
with the statutes of the IEC and under the authority of the IEC

by one|participating country as conforming with the require
are eqyally acceptable in all other participating countrig

This | blank detail specification is one of a
semiconductor devices and shall be used 0

- 747-10/QC 700000 (1984):

- 747-11/QC 750100 (1985):

’ Require

Nurrolﬁ
items
Identifi¢

[1] The
spedification is 1

[2] The| ITE€Q number of the detail specification.

ich shall be entered in the spaces provided.

[
for

National Standards Organization under whose authority the

ance
m is
tased
ation

crete

11: Sectional specification| for

¢ and the following pages correspond to the follgwing

detail

[3] The numbers and issue numbers of the generic and sectional specifications.

[4] The national number of the detail specification, date of issue and any further information

required by the national system.

Identification of the component

[5] Type of component.

[6] Information on typical construction and applications. If a device is designed to sétisfy
several applications, this shall be stated here. Characteristics, limits and inspection
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caractéristiques, les limites et les exigences de contrdle relatives 4 ces applications doivent
étre respectées. Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, ou contenant des
matériaux instables, par exemple de l'oxyde de béryllium, les précautions nécessaires a
observer doivent étre ajoutées dans la spécification particuliére.

[7]1 Dessin  d’encombrement .et/ou référence aux normes correspondantes pour les
encombrements.

[8] Catégorie d’assurance de la qualité.

[91 Données de référence sur les propriétés les plus importantes pour permetire la comparaison
des types dé composants entre eux.

@C‘@
il

[Dans toute cette norme, les textes indiqués entre crochets sont destinés a guider le rédacteur
de la spécification; ils ne doivent pas figurer dans la spécification particuliére.]

[Dans toute cette norme, lorsqu’une caractéristique ou une valeur limite s’applique, «x» signifie
‘qu’une valeur est & introduire dans la spécification particuliére.]
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requifements for these applications shall be met. If a device is electrostatic sensitive, or
contains hazardous material, e.g. beryllium oxide, a caution statement shall be added in the
detail specification.

[7]1 Outline drawing and/or reference to the relevant standard for outlines.

[8] Category of assessed quality.

[9] Reference data on the most important properties to permit comparison between component
types. i )

@‘5
@ ,

[Throughout this standard, the texts given in square brackets are intended for guidance to the
specification writer and shall not be included in the detail specification.]

[Throughout this standard, when a characteristic or rating applies, “x” denotes that a value
shall be inserted in the detail specification.]
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[Nom (adresse) de PTONH responsablé (@ | [N° de la spécification particuliére - ®@
(et éventuellement de l'organisme aupres duquel la spécification IECQ, plus n° d’édition et/ou date.]

peut &tre obtenue).] QC 750110 — ...

COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE (® | [Numéro national de la spécification particuliere.] @
CONTROLEE CONFORMEMENT A: [Cette case n’a pas besoin d’étre utilisée si le numéro natlonal
Spécification générique: Publication 747-10 / QC 700000 est identique au numéro IECQ.]

Spécification intermédiaire: Publication 747-11 / QC 750100 .

[et références nationales si elles sont différentes.]

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR: ®

[Numéro(s)| de type du ou des dispositifs.]

Renseignenjents 4 donner dans les commandes: voir article 7 de cette norme.

B

1. Description mécanique

Référenfes d’encombrement:
CEI 191-2 ...... [obligatoire si disponible] et/ou nationa
n’existe|pas de dessin CEL]

Dessin f{’encombrement
[peut étfe transféré, ou donné avec plus de détails,\a l'a
de cettg norme.]

Identifi¢ation des bornes
[dessin |ndiquant l'emp

Marquapge: [léttres et chiffe€s, ou code de couleurs.]
[La spépification particuliére doit indiquer les informations a
marque i itif.]

( B des}n{t}n\/
—\V

Thyfgistors tyiodes

loqués en inverse, a temjpératures ambiante et
fees, pour courants jusqu'a 10 A.

®

ntion. Observer les précautions d’usage pojir la manipulation des

ISPOSITIFS SENSIBLES AUX CHARGES LECTROSTATIQUES

[s'il y a lieu.]

3. Categories d’assurance de la qualité

[a choisir dans le paragraphe 2.6 de la spécification générique.]

Données de référence

[Voir le paragraphe 2.5 de la spécification generlque et/ou

larticle 6 de cette norme.]

[Indication de la polarité, si Ion utilise une méthode spéciale.]

A

N

Se reporter a4 la Liste des Produits Homologués en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants conformes a cette

spécification particuliére sont homologués.
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q\lame (address) of responsible NAI (@ { [Number of IECQ detail specification, ©)
(and possibly of body from which specification is available).] plus issue number and/or date.]
QC 750110 — ...
ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED (® | [National number of detail specification.] ®

QUALITY IN ACCORDANCE WITH:

Generic specification: Publication 747-10 / QC 700000
Sectional specification: Publication 747-11 / QC 750100
[and national references if different.]

[This box need not be used if the National number repeats IECQ

DETAIL SPECIFICATION FOR:
[Type number(s) of the relevant device(s).]
Ordering information: see Clause 7 of this standard. .

@QW

1. Mechanical fescription

2. Sho d@puo\n\\)

Qutline referendes:
IEC 1912 ... [mandatory if available] and/or national
[if there is no [EC outline.]

[may be transfgrred to or given with more details in Clanse 10
of this standarg.]

Terminal identification

[drawing showipg pin assign
symbols.]

Marking: [lettefs and figures, or™eflour code.]
[The detail spefification shall prescribe the information to be
marked on the| device, if any.]

Outline drawing : d

de-rated, up to

®
2 serve precautions for handling
OSTATIC SENSITIVE DEVICES [if applicaple].
/3. Categories of assessed quality
[from Sub-clause 2.6 of the generic specification.]
Reference data

[See Sub-clause 2.5 of generic specification and/or Clause 6 of
this standard.}
[Polarity indication, if special method is used.]

List.

Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the current Qualified Products
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4. Valeurs limites (systéme des valeurs limites absolues)
Ces valeurs s’appliquent dans la gamme des températures de fonctionnement, sauf

spécification contraire.

[Répéter uniquement les numeéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les valeurs
limites supplémentaires éventuelles a Pendroit voulu, mais sans numéro de paragraphe.]

[Les courbes doivent de préférence figurer a I'article 10 de cette norme.]

Valeur
Paragraphe Paramétres Symbole
min. | max.
4.1 Températures ambiantes ou de boitier X X
4.2 Températures de stockage X X
43 Sl y a lieu, température virtuelle (équivalente) de jonction X
44 Tensions [Toute condition telle que temps, fréquence, températ
montage, etc., doit étre spécifiée.]
44.1 Tension inverse de pointe répétitive Verm X
442 Tension de pointe répétitive a I’état bloqué Vorm X
443 Tension inverse de pointe non répétitive - Vasm X
444 Tension de pointe non répétits NS Vosm X
4.4.5 Tension - inverse de créte Vawm X
4.4.6 Tension de créte a Iétat bloqug Vowm X
4.4.7 r X
4.4.8 12 X
4.5
4.5.1 Lyavy X
452 Igm . X
453 < I X
4 Trsn X
455 di/dt X
45,6 Pour les dispositifs a température de boitier spécifiée uniquement, valeur de 722 I*t
Valeur Maximale, [OTIe ¢ onde SINusoidate, guree = 10 1S (00 HZ) ou
8,3 ms (60 Hz):
a) sans application consécutive de la tension inverse, pour une température It ) X
initiale de jonction T,; = 25°C
b) avec application consécutive de la tension inverse Fpyy max., pour une 1%, X
température initiale de jonction T = 25°C
4.6 Valeurs limites de gdchette [Toute condition telle que temps, fréquence, tempé-
rature, méthode de montage, etc., doit étre spécifiée.]
4.6.1 Sl y a lieu, tension directe de pointe de gichette. Veomt X
Anode positive par rapport & la cathode.
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4. Limiting values (absolute maximum rating system)

These values apply over the operating temperature range, unless otherwise specified.

[Repeat only sub-clause numbers used, with title. Any additional values shall be given
at the appropriate place, but without sub-clause number(s).]

[Curves should preferably be given under Clause 10 of this standard.]

Value
Sub-clause Parameters Symbol
min. | max.

4.1 Ambient or case temperatures /énb, YA X X
4.2 Storage temperatures < \\g X
43 Virtual junction temperature, if required Q \/ X
4.4 Voltages [Any condition such as time, frequency, temperature, mountin; >

method, etc., shall be stated.]
4.4.1 Repetitive peak reverse voltage (o X
442 Repetitive peak off-state voltage > Vorm X
443 Non-repetitive peak reverse voltage Vasm X
4.4.4 Non-repetitive peak off-state voltage Vosm X
445 Crest working reverse voltage Vewwm X
4.4.6 Crest working off-state wqltage Vowm . X
4.4.7 Va X
4.4.8 Continuous (direct) offs &, whe i 15 X
4.5 Currents

method, etcly/sha
4.5.1 Lyavy X
4.5.2 Itrm X
453 I X
454 I X
4.5.5 Cfitical rate ofTise of on-state current ’ di/dt X
4.5.6 Eor case-rated devices anly_I2¢ value I2¢

Maximum value, sinusoidal waveform, for 10 ms (50 Hz) or 8.3 ms (60 Hz):

a) without reapplication of the reverse voltage, initial junction temperature 1%y X

Ty = 25°C
b) with reapplication of the reverse voltage Vpwy max., initial junction tem- It X
perature T, = 25°C

4.6 Gate ratings [Any condition such as time, frequency, temperature, mounting

method, etc., shall be stated.]
4.6.1 Peak forward gate voltage, where appropriate. Veomi X

Anode positive with respect to cathode.
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Valeur
Paragraphe ) Paramétres Symbole
min. | max.
4.6.2 Sl y a lieu, tehsion directe de pointe de gichette. Veawz X
Anode négative par rapport a la cathode
4.6.3 Tension inverse de pointe de géchette ' Veom X
4.6.4 Courant direct de pointe de gichette o Tegum ) X
4.6.5 Puissance de pointe de gichette Pom X
4.6.6 Puissance moyenne de géchette ' Fomiav X
4.7 Valeurs limites mecaniques
Couple au montage (s'il y a lieu) (\ \ ; X X
) N\

Irav)

v

/\(\ } o
N 1 ! -
\> Tcassure Tamb max.
Tease max. 042/89
1. — Courbe de réduction d’un thyristor.

3. SCaracteristiques électriques

Se reporter a l’article 8 de cette norme pour les exigences de contrdle.

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les

caractéristiques supplémentaires éventuelles a I’endroit voulu, mais sans numéro de
paragraphe.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme spécification particuliére, il
convient d’indiquer les valeurs correspondantes sur des lignes successives, en évitant de
répéter les valeurs identiques.]

[Les courbes doivent de préférence figurer a I'article 10 de cette norme.]
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Value
Sub-clause Parameters Symbol
min. |max.
4.6.2 Peak forward gate voltage, where applicable. Veomz X
Anode negative with respect to cathode

4.6.3 Peak reverse gate voltage Veem X
4.6.4 Peak forward gate current Trgm X
4.6.5 Peak gate power Pom X
4.6.6 Mean gate power Pomav X

4.7 Mechartcal Tatings
Mounting torque (if applicable) (\ X X

N
A
Irav)
l Tarnb, Tcase
A L ¥ -
Threak Tamb Max.
Tcase Max. 042/89
G Current derating curve for a thyristor.
5. Elegtrieal characteristics

See Clause 8 of this standard for inspection requirements.

[Repeat only sub-clause numbers used, with title. Any additional characteristics shall be
given at appropriate place but without sub-clause number.]

[When several devices- are defined in the same detail specification, the relevant values
shall be given on successive lines, avoiding repeating identical values.}

[Curves should preferably be given under Clause 10 of this standard.]
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. Valeur
Caractéristiques et conditions a T, ou T, = 25 °C sauf spécifica- ‘ i
Paragraphe | . . . . L e ™ Symbole Essayé
tion contraire (voir article 4 de la spécification générique) .
min. | max.
5.1 Tension a létat passant: Valeur maximale pour un courant de ' Vim X A2b
pointe égal & m fois la valeur limite du courant moyen a I'état pas-
sant Iy, :
5.2 Courant inverse: Valeur maximale du courant inverse de pointe
pour la valeur limite de la tension inverse de pointe répétitive
Vrrm: : :
a25°C Trems X A2b
a une température élevée spécifiée Lir X C2b
53 | Courant a I'état bloqué: Valeur maximale du courant de pointe a
I’état bloqué pour la valeur limite de la tension de pointe répéti-
tive a l’état bloqué Vprm:
a25°C X A2b
4 une température élevée spécifiée X C2b
5.4 Courant de maintien: Valeurs minimale et maximale < C2a
5.5 Courant d’accrochage: Valeur maximale dans des conditions spéci C2a
fiées
5.6 Courant d’amorcage par la gdchette: Valeur maximale X A3
5.7 Tension d’amorgage par la gdchette: Valeur maximale T X A3
5.8 Tension de non-amorcage par la gdchette: Valeur pfinimale GD X A4
59 /dt X A4
lieu
5.10 1A X C2c
5.11 Fa x
sance totale
sant et de l'a
contrdle)
Ripja, 0U X
thJC
6.
renseignements particuliers autres que ceux de la case (7)(article 1)
7. Renseignemenis a donner dans les commandes
[Sauf—spécifteationr—contratre; tes—rensetgnements—suivants—eonstituent fe-! minimum

nécessaire pour passer commande d’un dispositif donné:

— référence précise du modéle (et valeur de la tension nominale, si nécessaire);

— référence IECQ de la spécification particuliére avec numéro d’édition et/ou date selon
le cas;

- catégorie d’assurance de la qualité définie au paragraphe 3.7 de la spécification
intermédiaire et, si nécessaire, séquence de sélection définie au paragraphe 3.6 de cette
méme spécification;

— toute autre particularité.]
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Value
Characteristics and conditions at T, or T, = 25°C unless other-
Sub-clause . . . e e Symbol Tested
wise specified (see Clause 4 of the generic specification) . -
min. | max.
5.1 On-state voltage: Maximum value at the peak current correspond- Vim X A2b
ing to n times the rated maximum mean on-state current Ip,y,
5.2 Reverse current: Maximum value of the peak reverse current at
rated repetitive peak reverse voltage Vigrm:
at 25°C Trran X A2b
at a specified high temperature Trrnz X C2b
5.3 Off-state current: Maximum value of the peak off-state current at '
rated repetitive peak off-state voltage Virm:
at 25°C Inawt \ Abb
at a specified high temperature Iorvz < X CPb
5.4 Holding current: Minimum and maximum values 1 X Q Cla
5.5 Latching current: Maximum value under specified conditions I \\ Pa
5.6 Gate trigger current: Maximum value /I\\ \x/ A3
5.7 Gate trigger voltage: Maximum value Q (%, X A3
5.8 Gate non-trigger voltage: Minimum value Yoo b X A4
5.9 Critical rate of rise of off-state voltage, where appropriate dv/ X A4
Minimum value under specified condifidns
5.10 Circuit commutated turn-off time (for X A X Cpc
Maximum value under specified conditidogs
5.11 Pt X
5.12 Ryja, O X
thJC
6. Mark
[An g ion other than that given in box (7) (Clause 1) anpd/or
Sphi<cla . generic specification shall be given here.]
7. Ordering informat
{The—following—minimum—information—is—necessary—to—order—a—speeifie—deviee,—nless

otherwise specified:

precise type reference (and nominal voltage value, if requ

ired);

IECQ reference of detail specification with issue number and/or date when relevant;

category of assessed quality as defined in Sub-clause 3.7 of sectional specification and,
if required, screening sequence as defined in Sub-clause 3.6 of sectional specification;

any other particulars.]
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8. Conditions d’essai et exigences de contrdle
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[Elles figurent dans les tableaux suivants, ou il convient de spécifier les valeurs et les
conditions exactes d’essai a utiliser pour un modéle donné, conformément aux essais
correspondants indiqués dans la spécification applicable.]

[Le choix entre les méthodes d’essai ou les variantes doit étre fait lors de la rédaction
de la spécification particuliére.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme spécification particuliére, il
convient d’indiquer les conditions et/ou les valeurs correspondantes sur des lignes
successives, en évitant, autant que possible, de répéter les conditions et/ou les valeurs

identiques.]

spécification particuliére.]

Aufun essai n’est destructif £3.6.

[Pour le groupe A, le choix entre les systeme.

e qui suit

icle 4 de la

aragraphe

¥ dans la

N \ .
Conditions & T, ou T, = 25°C Limites des exi-
Examon. ou kssai Nmbd of sauf spécification contraire gences fle contrdle
: (voir article 4 de la spécification géné-
\ rique) min. max.
A4
Sous-groupe Al \/
Hxamen visuelét% 4.2.1.1
Sous-groupe Polarit¢ inversée,
Tisp Vim >[]0Vqymax.]
ou
Iyrae > (100 gppmax ]
[sauf spécification
corjtraire]
Jous-groupe A2b
Tension de pointe a 1'état passant Vim T-101 1 X
& H 3 bpbtitif IKKMI T.102 Noir article S X
Courant de pointe a l'état bloqué ré- Iprm T-103 X
pétitif
Sous-groupe A3
Courant de gichette d’amorgage It T-109 } . . X
Tension d’amorgage par la gichette Vor - Voir article S X
Sous-groupe A4
Vitesse critique de croissance de la dv/de T-112 X
tension & l'état bloqué, il y a lieu Voir article 5
Tension de non-amorgage par la gi- Vop T-110 X
chette
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8. Test conditions and inspection requirements

[These are given in the following tables, where the values and exact test conditi

ons to

be used shall be specified as required for a given type, and as required by the relevant

the Sectional Specification.

test in the relevant specification.]

[The choice between alternative tests or test methods shall be made when a
specification is written.]

detail

[When several devices are included in the same detail specification, the relevant
conditions and/or values should be given on successive ‘lines, avoiding, where possible,
repetition of identical conditions and/or values.]

Throughout the jfollowing text, reference to sub-clause numbers is made withrespéct

Yectional Specification, according to applicable category(ies) oy

[For group A, the choice between AQL or LTPD
bpecification.]

Lot byndoe

to the

e 4 of

of the

Detail

All testh are non-destructive (3 (\

Pquire-

T

\Jé;tions at T, or T, = 25°C Inspection rgqui

Inspection mb Ref unless otherwise specified ment linjits
’ (see Clause 4 of the generic specifica-

0 ?\ N tion) min. max.

Sub-g
Exter

Sub-g|

Inope]

foup Al \ \/

hal visual exa@ 4.2.1.1

foup A2 . Inverted pdlarity,
Fativesdevices P ’ VTM>[1(3)1/” max.]

Inrn > (100 Iyghymax.]

[unless othgrwise
specifiefl]

Sub-group A2b
Peak |on:State voltage Vim T-101 1 X
Repetitive peak Teverse TurTent o 162 See—Clause—5 X
Repetitive peak off-state current Iorvi T-103 J x
Sub-group A3
Gate trigger current Iy T-109 } X
Gate trigger voltage Vor - See Clause 5 X
Sub-group A4 .
Critical rate of rise of off-state dv/dt T-112 X
voltage, where applicable : See Clause 5
Gate non-trigger voltage Vop T-110 | X
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GROUPE B

Controles lot par lot

(dans le cas de la catégorie I, voir la spécification générique, paragraphe 2.6)

LIS = limite inférieure de la spécification
LSS = limite supérieure de la spécification

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

} du groupe A

747-6-1 © CEI

Conditions a T, ou T, = 25°C Limites des exi-
Examen ou essai Symbole R&f. ‘ Sal:lf spécification,cpr'ltrzt'ire | gences de contrdle
(voir article 4 de la spécification géné-
rique) min. max.
Squs-groupe Bl
D{mensions 422 oir arficle 1 de
Ann. B /\ Q\ tte [norme]
Squs-groupe B3 \ \/
Rébustesse des sorties. :
Si| applicable:
o |pliage (D) 749, Force = [yOirN49NIL, NZ] as de dgtérioration
I, 1.2
etfou
®|couple (D) 749,
I, 1.4 (7
N\ A
Squs-groupe B4 \ Q
Squdabilité, 749, omumie, spesifié; {bain de soudure Moyillage
$il y a lieu \\L\ preference] - cofrect
Ay N
Squs-groupe B5 \
Vdriations rapides de température, s = Ty = H
mbye’de cycles = 50 pour les
. boitiers sans cavité
sufivies de:
a)|Pour les dispositifs s cavidé . \7‘4%_( Essai Db, variante 2, sévérité 55 °C,
— Essai cyclique de ¢hale I nombre de cycles =
humide (D,
avec les mesur es:
@ [tension de poi M Comme en A2b LSS
° & poi Comme en A2b LSS
. Ioghnt Comme en A2b LSS
b
) 749, Paragraphes 7.2, 7.3 ou 7.4 combi-
I, 7 nés avec essai Qc, 68-2-17
Sq
Ex 747-6, Fonctionnement en blocage par ten-
A% sion alternative ou durée en fonc- a haute
tionnement tempéfature
[Iravy = 80% a 100% de Iyayymax.]
a\ 7ad ID(' RICSULES. ﬁ"ﬂ’p(“
® tension de pointe & l’état passant Vim Comme en A2b 1,1LSS
® courant inverse de pointe répétitif Trrm Comme en A2b 21LSS
® courant de pointe a I’état bloqué Ipran Comme en A2b 21LSS
répétitif
Sous-groupe RCLA Informations par attributs pour B3, B4, B5 et BS.
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Grour B

Lot by lot

(in the case of category I, see the generic specification, Sub-clause 2.6)

LSL = lower specification limit

USL = upper specification limit

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

} from group A

Conditions at Tamb or T, = 25°C
unless otherwise specified

Inspection require-
ment limits

Inspection or test Symbol Ref. (see Clause 4 of the generic specifica-
tion) min. max.
Sub-grqup Bl
Dimen}ions 422 [SeeNClause |1 of
App. B /\ his standard]
Sub-grqup B3 \ \)
Robusthess of terminations.
Where |applicable:
® bending (D) 749, Force = [see 7 o damage
I, 1.2 )
and/or]
® torgpe (D) 749,
I, 1.4 (7
Sub-greup B4 /§ N
Soldergbility, X < [As specified;<soldey by preferred] Good wetting
where Japplicable I, 2 \
Sub-group BS
Rapid [change of temperature, = H
ycles = 50 for non-
ckages
followad by:
a) For [non-cavity devices Test) Db, variant 2, severity 55 °C,
—~ Dpamp heat, cyclic (D) Q mber of cycles =
' ]
with final measure 4
® pealf on-state voltade Vin As in A2b USL
® repdtitive peak revergé\current ) As in A2b |)SL
® repd Tnpu As in A2b |JSL
b) For
® Seall > 749, Sub-clauses 7.2, 7.3 or 7.4 combined
) I, 7 with test Qc, 68-2-17
Sub-g
Electri 747-6, A.C. blocking or operating life at high
v [Iravy = 80% to 100% of Iqy, max.] temperature
with fluals measurements:
@ peak on-state voltage R As in A2b 1.1USL
@ repetitive peak reverse current Irgmi As in A2b 2USL
® repetitive peak off-state current Ingmi As in A2b 2USL

Sub-group CRRL

Attributes information for B3, B4, B5 and BS.
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Groure C
Contréles périodiques

LIS = limite inférieure de la spécification } du groupe A
LSS = limite supérieure de la spécification p

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

Conditions a T, ou T, = 25°C Limites des exi-
Examen ou essai Symbole R, ) sal}f spécificat'ion,cgr'ltrat_ire - gences de controle
(voir article 4 de la spécification géné-
rique) : min. ' max.
Sous-groupe Cl
1mensions 4.2.2 [Voir 4rticle 1 de
Ann. B cett¢ norme}
\
Sous-groupe C2a
Courant de maintien Iy T-107 }Vou article X
Courant d’accrochage I T-108 X
/\
Sous-groupe C2b Voir article 5 >
Courant inverse de pointe répétitif Lermaz T-102 X
Courant de pointe a ’état bloqué ré- Inrm T-103 eratur X
gétitif
Fous-groupe C2¢ |
ourant de surcharge accidentelle a Itsm T-10 X
Ilétat passant
qvec les mesures finales:
p tension de pointe & I'état passant LSS
p courant inverse de pointe répétitif e LSS
p courant de pointe a I'état bloqué I LSS
répétitif
Temps de désamorgage par gommu- T-\4 X
tation du circuit
[pour les types & commutats
R
deulement] (\ \\/
Sous-groupe C2
Résistance thé ( lya leu) Ry : ) X
Pous-groupe C4,
Résistance a la\chalgur . 749, [Comme spécifié]
(D) II, 2.2
vec les \ ‘ }
P tensi i Comme en A2b i LSS
p Courant. i i repetltxf Comme en A2b LSS
p co 1 étgt’ bloqué Ioruy Comme en A2b LSS
Bous-groype C7\/
Fssai/continu de chaleur humide (D) 749, [Comme spécifié]
I, 5
ou:
Essai cyclique de chaleur humide 749, Essai Db, variante 2, sévérité 55 °C,
(D) i, 4 nombre de cycles =
[pour les dispositifs sans cavité seule-
ment]
avec les mesures finales:
@ tension de pointe a I'état passant Vin Comme en A2b 1,1LSS
@ courant inverse de pointe répétitif Trewmi Comme en A2b 2LSS
® courant de pointe a l'état bloqué Tormi Comme en A2b . : 2LSS
répétitif
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LSL = lower specification limit
USL = upper specification limit

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

— 2

] —

"Group C

Periodic

} from group A

Conditions at T, or T, = 25°C
unless otherwise specified

Inspection require-
ment limits

Inspection or test Symbol Ref. (see Clause 4 of the generic specifica-
tion) min. max.
Sub-group CI
Dimensfons 4772 See Clause 1| of
App. B ( \({tn’ﬁstandmd}
A
Sub-groyp C2a N
Holding current Iy T-107 } X <
Latching current I T-108 See Clause 5 K
PAN N
Sub-groyp C2b See Clause 5 \ \)
iti -102
Repetiipe poak offsate current 2 a0y | T T = e R )
P P DRM2 (specified X
Sub-groyp C2c ' \)
Surge op-state current Lgm T-104 ; . X
with fidal measurements: p
® peak |on-state voltage Vim USL
® repetltive peak reverse current Lirv USL
o repetitive peak off-state current Ingm USL
Circuit commutated turn-off time 1A T-llQ I
[for fastswitching types only] \(\\
Sub-grofp C2d > \ \>
Thermal resistance ('ca e) Ry I
N\ \QJC .
A\
~MN WV
Sub-groyp C4 7
Resistarjce to soldering hea¥ ( 749, [As specified]
I, 2.2
with final meashremen
® peak |on- Vi As in A2b USL
® repetjtige pe Ly As in A2b USL
® repetftive Torus As in A2b USL
Sub-gropp C7T v
Damp heat,/steady-state (D) 749, [As specified]
I, §
or: :
Damp heat, cyclic (D) 749, Test Db, variant 2, severity 55 °C, "
. 111, 4 number of cycles =
[for non-cavity devices only]
with final measurements:
® peak on-state voltage Vim As in A2b 1.1USL
® repetitive peak reverse current Trrwi As in A2b 2USL
® repetitive peak off-state current Tormn As in A2b 2USL
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Groure C (suite)

Conditions a T, ou T, = 25°C Limites des exi-
. . sauf spécificati i de o1
Examen ou essai Symbole REE. ' uf spéci 1cat10n,c'm'nra\.1re | gences contrdle
(voir article 4 de la spécification géné-
rique) min. max.
Sous-groupe C8
Endurance électrique (1000 h min.) 747-6, Fonctionnement en blocage par ten-
v sion alternative ou durée en fonc- a haute
tionnement température

[Irav) = 80% & 100% de Iyayymax.]

avec les mesures finales:
® tension de pointe & l’état passant Vim Comme en A2b 1,ILSS
® courant inverse de pointe répétitif Lt Comme en A2b 2LSS
@ courant de pointe a letat bloqué Torv1 Comme en AZD - 2LSS
répétitif | (\
A\
N
Bous-groupe C9
btockage 4 haute température (D) Min.: 1000 h a T gax)
ivec les mesures finales:
tension de pointe & I'état passant Vim Comme en A 1,1LSS
E courant inverse de pointe répétitif Iz Comme en A > 2LSS
courant de pointe a I’état bloqué Inrvn Comme 2b 21LSS
répétitif

N

| | \\V
Sous-groupe RCLA Informations par atty‘{ts pWCS ét\C9.
: ~

pourx ’homologation

&de la spécification

dispositif individuel

\k w Conditions a T, ou T, = 25°C Limites des exi-
. > sauf spécification contraire gences|de controle
Examen ou|essa ymikole Réf . . g e
(voir article 4 de la spécification géné-
\\ > rique) min. max.
v D
Sous-groupe DI
Hssai d’endura Durée en fonctionnement
pour les disp
hmbiante
voir note)
rzvec/{ es.” Comme en C8 : [Comme en C8]
Sou
Essai dé~charge cyoliqu ermique 747-6, Nombre de cycles [a spécifier]
pour les ‘dispQsiti température de v, 4
boltier~spécifiée ment]
ived Jes’mesures finales:
P tenSion de pointe a I'état passant Vim Comme en A2b 1,1VID
@ courant inverse de pointe repetitil Treonn Comme en AZb 21LSS
® courant de pointe a l'état bloqué Inpny Comme en A2b 21SS
répétitif
Sous-groupe D3
Accélération constante 749, [Comme spécifié]
[pour les dispositifs avec cavité seule- iL, 5
ment]
avec les mesures finales:
® tension de pointe a l’état passant Ve Comme en A2b LSS
® courant inverse de pointe répétitif TIirmy Comme en A2b LSS
® courant de pointe a I’état bloqué Ingm Comme en A2b LSS
répeétitif

Note. — Si cet essai est effectué en C8, il n’y pas lieu de le faire.
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